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                                   深圳市芯鼎盛技术有限公司

提供卓越电源管理芯片方案，提供整体解决方案
在工业设备与消费电子对高压、高效电源需求日益增长的背景下，高集成度降压转换技术成为关键突破点。我们推出TX4137——一款内置60V/0.9Ω MOSFET的500kHz降压DC-DC转换器，集宽压输入（5.5-60V）、0.6A输出能力与多重保护于一体，为电表系统、分布式电源及电池充电器提供高性价比解决方案。

## 芯片封装及管脚定义
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## 芯片概述

TX4137是一款峰值0.6A输出的单片降压转换器，集成0.9Ω MOSFET，支持5.5-60V宽输入范围。采用500kHz固定频率PWM电流模控制，效率高达90%，轻载时保持优异稳定性。内置0.6ms软启动、逐周期限流（1.25A典型值）及热关断（165℃触发），静态功耗仅0.8mA（EN使能时），是空间受限高压应用的理想选择。
## 应用原理解析

TX4137采用峰值电流模控制技术：通过FB引脚检测输出电压（VOUT=0.812V×(1+R1/R2)动态调整PWM占空比（最高95%）；工作循环中，CLK上升沿开启内部MOSFET，当电感电流达到误差放大器（EA）设定值时关断功率管，续流由外部肖特基二极管完成；同时集成三重保护机制——逐周期限流在峰值电流＞1.25A时立即关断，热关断于结温＞165℃强制停机（20℃迟滞恢复），欠压锁定在输入＜5.5V时关闭系统，确保全工况安全运行。
## 典型应用图：
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## 注意事项

*  反馈电阻配置：按 R1=R2×(VOUT/0.812V−1) 计算（例：3.3V输出需R1=40.2kΩ, R2=124kΩ）；
*  电感选型：直流电流≥负载电流125%，DCR＜200mΩ（典型值33μH）；
*  电容要求：输入电容≥4.7μF陶瓷电容（高压应用并联电解电容），输出电容≥22μF低ESR陶瓷电容；

*  布局关键：功率环路（CIN→MOS→二极管）路径最短化、FB走线远离SW引脚、GND、IN、SW使用大面积铜箔散热；
注：电气特性
[image: image4.png]B Eiacd WM | BAME | SBYE | BRE | Af
R Vi 4svevm<ev | 0792 | 0812 | o082 | v
SRR Im V=085V 0.1 A

FFKAE Pl RDS (ON) 09 Q
R IswikG | Vex=0V. Vsw=0V 1 A
AR ™ 10 125 15 A
et fsw V= 0.6V 400 500 600 kHz
p-oNCE Daax Vin=0.6V 95 %
RAMTIFI ) Ton 100 ns
RIEBGEEAE | Uovior 55 v
RESERBGE | Uovio nvs 500 my
EN _EF#IfE Vex r 135 v
EN TREMIE Ven 117 v
EN BRI Vex nvs 180 mv
Ven=2V 31
EN it i Iex uA
Vex=0V 0.1
Vi Kl i Is Vax=0V 3 pa
Vi i i Io Vex=2V. Ve = IV 07 08 mA
Tsp 165
Tsp_uys 20





结语：
TX4137凭借60V耐压能力、500kHz高频开关及SOT23-6微型封装，为电表、电池充电器等高压场景提供紧凑高效的电源方案。其电流模控制确保快速瞬态响应，多重保护机制增强系统鲁棒性，配合优化布局指南，助力客户在有限空间内实现高可靠电源设计。
www.xdssemi.com[image: image5.png]

